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본 , 리; 웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  정 전압  는 제 2 포트  포 고, 상

 리  전  제어 는 리 리 닛;  상  제 1 포트에 웨 크업 전압  가 도  는 웨

크업 닛  포 고, 상  웨 크업 닛 , 제어 전극, 상  리  양극 단  연결  제 1 전극 ,

상  제 1 포트  연결  제 2 전극  포 는 제 1 트랜지스 ;  상  제 2 포트  연결  제어 전극, 접

지  제 1 전극 , 상  제 1 트랜지스  제어 전극과 연결  제 2 전극  포 는 제 2 트랜지스  포

는 리  전 시스  개시 다.

  도 - 도2
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특허청  

청  1 

웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  정  전압  는 제 2 포트  포 고, 리  전

제어 는 리 리 닛; 

상  제 1 포트에 웨 크업 전압  가 도  는 웨 크업 닛  포 고,

상  웨 크업 닛 ,

제어 전극, 상  리  양극 단  연결  제 1 전극 , 상  제 1 포트  연결  제 2 전극  포 는

제 1 트랜지스 ; 

상  제 2 포트  연결  제어 전극, 접지  제 1 전극 , 상  제 1 트랜지스  제어 전극과 연결  제 2

전극  포 는 제 2 트랜지스  포 는 것  특징  는 리  전 시스 .

청  2 

제 1 에 어 ,

상  제 1 트랜지스  제 1 전극과 제어 전극 사 에 연결  제 1 저 ; 

상  제 1 트랜지스  제어 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 2 저   포

는 것  특징  는 리  전 시스 .

청  3 

제 1 에 어 ,

상  제 1 트랜지스 는 p  스 전계 과 트랜지스  포 고,

상  제 2 트랜지스 는 n  스 전계 과 트랜지스  포 는 것  특징  는 리  전

시스

청  4 

웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  정  전압  는 제 2 포트  포 고, 리  전

제어 는 리 리 닛; 

상  제 1 포트에 웨 크업 전압  가 도  는 웨 크업 닛  포 고,

상  웨 크업 닛 ,

상  제 1 포트  연결  제 1 전극, 상  리  양극 단  연결  제 2 전극과 제어 전극  포 는

제 1 트랜지스 ; 

접지  제 1 전극, 상  제 1 트랜지스  제 2 전극  제어 전극과 연결  제 2 전극 , 상  제 2 포트

 연결  제어  전극  포 는  제  2  트랜지스  포 는  것  특징  는  리   전

시스 .

청  5 

제 4 에 어 ,

상  제 1 트랜지스  제 2 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 1 저 ;

상  제 1 트랜지스  제어 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 2 저 ;

상  제 2 트랜지스  제어 전극과 상  제 2 포트 사 에 직  연결  제 3 저   제 4 저 ; 

상  제 3 저 과 상  제 4 저  접  드  접지 사 에  병  연결  제 5 저   커 시  

포 는 것  특징  는 리  전 시스 .
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청  6 

제 4 에 어 ,

상  제 1 트랜지스   상  제 2 트랜지스 는 폴라 정  트랜지스  포 는 리  전

시스 .

청  7 

제 4 에 어 ,

상  리 리 닛  상  제 2 포트  통 여 주 적  정  신  는 것  특징  는

리  전 시스 .

청  8 

웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  포 고, 리  전  제어 는 리 리 닛; 

상  제 1 포트에 웨 크업 전압  가 도  는 웨 크업 닛  포 고,

상  웨 크업 닛  상  리  양극 단  상  제 1 포트 사 에 연결  다 드  포 는 것

특징  는 리  전 시스 .

  

 술  야

본  리  전 시스 에  것 다.[0001]

 경  술

차 전지는 룰러 폰(Cellular phone), 트  컴퓨 , , PDA(personal digital assistants) 등 [0002]

 전  개   연 고 다. 

러  차 전지는 리 과 전  포 는 리  태  제 고 , 리 에 [0003]

는  단  통   전원 또는  (load)에  리  전 또는 전  루어지고

다. ,  단  통  리 에  전원  연결   단  전  통  공 는 

 전원에  리  전 ,  단  통  리 에  가 연결  리  전

원  전   단  통   에 공 는 전 동  어난다. , 전 는 

 단  리  사 에  리  전  제어 다. 러  전 는 통상적  리 

리 닛(Battery Management Unit; BMU)에  제어 , 리 리 닛  리  전원  공

아 동 게 다.

 내

결 는 과제

본  정전  전(ESD; electrostatic discharge)  생 라도 리  안정적  보 고 동[0004]

시킬 수 는 전 시스  제공 다.

과제  결 수단

본   실시 에  리  전 시스 , 웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  정[0005]

전압  는 제 2 포트  포 고, 리  전  제어 는 리 리 닛;  상  제 1 포트에

웨 크업 전압  가 도  는 웨 크업 닛  포 고, 상  웨 크업 닛 , 제어 전극, 상  리
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 양극 단  연결  제 1 전극 , 상  제 1 포트  연결  제 2 전극  포 는 제 1 트랜지스 ; 

상  제 2 포트  연결  제어 전극, 접지  제 1 전극 , 상  제 1 트랜지스  제어 전극과 연결  제 2

전극  포 는 제 2 트랜지스  포 다.

또 , 상  제 1 트랜지스  제 1 전극과 제어 전극 사 에 연결  제 1 저 ;  상  제 1 트랜지스[0006]

제어 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 2 저   포  수 다.

또 , 상  제 1 트랜지스 는 p  스 전계 과 트랜지스  포 고, 상  제 2 트랜지스 는 n  스[0007]

전계 과 트랜지스  포  수 다.

본  다  실시 에  리  전 시스 , 웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  정[0008]

전압  는 제 2 포트  포 고, 리  전  제어 는 리 리 닛;  상  제 1 포트에

웨 크업 전압  가 도  는 웨 크업 닛  포 고, 상  웨 크업 닛 , 상  제 1 포트  연결

 제 1 전극, 상  리  양극 단  연결  제 2 전극과 제어 전극  포 는 제 1 트랜지스 ;  접

지  제 1 전극, 상  제 1 트랜지스  제 2 전극  제어 전극과 연결  제 2 전극 , 상  제 2 포트

연결  제어 전극  포 는 제 2 트랜지스  포 다.

또 , 상  제 1 트랜지스  제 2 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 1 저 ; 상[0009]

 제 1 트랜지스  제어 전극과 상  제 2 트랜지스  제 2 전극 사 에 연결  제 2 저 ; 상  제 2

트랜지스  제어 전극과 상  제 2 포트 사 에 직  연결  제 3 저   제 4 저 ; 상  제 3 저 과 상

 제 4 저  접  드  접지 사 에  병  연결  제 5 저   커 시   포  수 다.

또 , 상  제 1 트랜지스   상  제 2 트랜지스 는 폴라 정  트랜지스  포  수 다.[0010]

또 , 상  리 리 닛  상  제 2 포트  통 여 주 적  정  신   수 다.[0011]

본  또 다  실시 에  리  전 시스 , 웨 크업 전압  가 는 제 1 포트  포[0012]

고, 리  전  제어 는 리 리 닛;  상  제 1 포트에 웨 크업 전압  가 도  는

웨 크업 닛  포 고, 상  웨 크업 닛  상  리  양극 단  상  제 1 포트 사 에 연결

다 드  포 다.

 과

본 에 , 정전  전(ESD; electrostatic discharge)  생 라도 리  안정적  보[0013]

고 동 시킬 수 는 전 시스  제공  수 다.

도  간단  

도 1  본  제 1 실시 에  리   나타낸 도 다.[0014]

도 2는 본  제 1 실시 에  리 리 닛과 웨 크업 닛   나타낸 도 다.

도 3a는 본  제 1 실시 에  웨 크업 닛  가에  가  비 전  정   시뮬

 나타낸 도 다.

도 3b는 도 3a  시뮬  결과  나타낸 도 다.

도 4는 본  제 2 실시 에  웨 크업 닛   나타낸 도 다.

도 5a는 본  제 2 실시 에  전 시스  동    나타낸 그래 다.

도 5b는 도 5a에 도시  제 2 트랜지스  통  는 전  나타낸 그래 다.

도 6  본  제 3 실시 에  리  전 시스  나타낸 도 다.
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 실시   체적  내

본  는 술 야에 어  통상  지식  가진 가 게 실시  수  정도  본  [0015]

람직  실시  도  참조 여 상 게 다.

에 는 본  제 1 실시 에  리  전 시스 에 여 도  다.[0016]

우 , 본  제 1 실시 에  리  에 여 상  다.[0017]

도 1  본  제 1 실시 에  리 (10)   나타낸 도 다. 도 2는 본  제 1 실시[0018]

에  리 리 닛(110)과 웨 크업 닛(120)   나타낸 도 다.

도 1  참조 , 본  제 1 실시 에  리 (10)  리(100), 리 리 닛(110), 웨[0019]

크업 닛(120), 전 (130), 전 (140), 커 (150),   저 (160)  포  수 다.

리 (10)  커 (150)  통  전 (20)  연결 어 리(100)  전 동  수  수 다. 또[0020]

, 리 (10)  커 (150)  통  드폰 또는  트  컴퓨  같   (20)에 연결

어 리(100)  전 동  수  수 다. 리(100)  커 (150) 사  전  경 (HCP)는 

전 경  사 , 상  전  경 (HCP)  통  비 적 큰 전 가 게 다. 전    

(20)  전원 단 는 커 (150)  제 1  단 (P+)  제 2  단 (P-)  연결  수  전 (20)

통신 단 는 커 (150)  통신 단 (CLOCK, DATA)  연결  수 다.

리(100)는 나 상  리 (B1, B2, B3, B4)  포  수 , 정 전압  전 또는 전[0021]

수 다. 도 1  B+, B-는 전극 단  시  것 고, 각각  직  연결  리 (B1, B2, B3, B4)  양

극 단 (B+)  극 단 (B-)  나타낸 것 다. 상  리(110)  리  수는  가  

는 량에 라 달라질 수 다.

본  제 1 실시 에  리  전 시스  리 리 닛(110)과 웨 크업 닛(110)[0022]

포  수 다.

적  리 리 닛  리  전원  공  아 동 지만, 공  전원  정  미만[0023]

  다운 드(shutdown mode)  진 게 어 동  단 다. 러  경우 리 리 닛  커

 보조 전원 단 (VCC)  통  전  정  상  전압(  웨 크업 전압(wake-up voltag

e) 라 )  가 아 웨 크 업  후, 보조 전원 단 (VCC)  통  전  전원  공 아 동 게

다. 그러나 리  커  통   정전 가 는 경우, 리 리 닛  공

는 전원  정  미만  경우가 아니 라도 리 리 닛   다운 드  진 는 동  생

 수 다. 

에 는 리 리 닛  도 지 않게  다운 드  진 라도 리 리 닛  안정 게 보[0024]

 정상적  동 시킬 수 는 전 시스 에 여 도  다.

리 리 닛(110)  리(100)  전압  검 고 전 (130)  전 (140)  동  제어[0025]

 리(100)  전  제어  수 다.  들어, 커 (150)  통 여 리 (100)과 전

(20)가 연결  경우, 리 리 닛(110)  전 (130)  (on) 상태 , 전 (140)  (off)

상태  정 여 리(100)가 전  수 도  다. 또 , 커 (150)  통  리 (10)과  

(20)가 연결  경우, 리 리 닛(110)  전 (130)  (off) 상태 , 전 (140)  

(on) 상태  정 여 리(100)가 전  수 도  다. 편 도시 진 않았 나 리 리 닛(13

0)  리 들(B1, B2, B3, B4) 각각  전압   감지  수 다.

러  리 리 닛(110)  복수   포트  포  수 다. 에 는 리 리 닛(110)[0026]

 포트 각각에  상   생략 고, 본  제 1 실시 에  전 시스  주  특징

 는 포트들  심  후술 도  다. 
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본  제 1 실시 에  리 리 닛(110)  도 2에 도시   같  제 1 포트(Port 1), 제 2[0027]

포트(Port 2)  제 3 포트(Port 3)  포  수 다.

제 1 포트(Port 1)는 웨 크업 전압(wake-up voltage)  가   포트 다.  라 , 리 리 [0028]

닛(110)  제 1 포트(Port 1)  통 여 정  상  전압  가  웨 크업  수 다. 

또 , 제 1 포트(Port 1)는 커 (150)  보조 전원 단 (VCC)  전 적  연결 어 리(100)  전[0029]

원  공  수 없는 경우 보조 전원 단 (VCC)  통  에  보조 전원  공  수 다. 

제 2 포트(Port 2)에는 정  전압  지 적   수 다.[0030]

제 3 포트(Port 3)는 리 리 닛(110)  전원  가   포트  리(100)  양극 단 (B+)[0031]

 전 적  연결 어 전원  공  수 다. 또 , 제 3 포트(Port 3)는  시 전 (20)  전

원  공   보조 전원 단 (VCC)  연결  수 다.

웨 크업 닛(120)  도 2에 도시   같 , 제 1 트랜지스 (T1), 제 1 저 (R1), 제 2 트랜지스 (T2)[0032]

 제 2 저 (R2)  포  수 다.

제 1 트랜지스 (T1)는 제 1 전극, 제 2 전극  제어 전극  포  수 다. 제 1 트랜지스 (T1)  제 1[0033]

전극  리(100)  양극 단 (B+)  전 적  연결  수 다. 제 1 트랜지스 (T1)  제 2 전극  

리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)과 전 적  연결  수 다. 러  제 1 트랜지스 (T1)는 p  

스 전계 과 트랜지스 (MOSFET)  포  수 다.

제 1 저 (R1)  제 1 단  제 2 단  포  수 다. 제 1 저 (R1)  제 1 단 는 제 1 트랜지스[0034]

(T1)  제 1 전극과 전 적  연결  수 다. 제 1 저 (R1)  제 2 단 는 제 1 트랜지스 (T1)  제어

전극과 전 적  연결  수 다.

제 2 저 (R2)  제 1 단  제 2 단  포  수 다. 제 2 저 (R2)  제 1 단 는 제 1 트랜지스[0035]

(T1)  제어 전극  제 1 저 (R1)  제 2 단  전 적  연결  수 다. 제 2 저 (R2)  제 2 단 는

제 2 트랜지스 (T2)  제 2 전극과 전 적  연결  수 다.

제 2 트랜지스 (T2)는 제 1 전극, 제 2 전극  제어 전극  포  수 다. 제 2 트랜지스 (T2)  제 1[0036]

전극  그라운드  전 적  연결  수 다. 제 2 트랜지스 (T2)  제 2 전극  제 2 저 (R2)  제 2 단

 전 적  연결  수 다. 제 2 트랜지스 (T2)  제어 전극  리 리 닛(110)  제 2 포트

(Port  2)  전 적  연결  수  다.  러  제  2  트랜지스 (T2)는  n  스  전계  과  트랜지스

(MOSFET)  포  수 다.

전 (130)  전 (140)는 리(100)  커 (150) 사  전  경 (HCP) 상에 연결 고 [0037]

리(100)  전  또는  전  수  수  다.  전  (130)는  전계  과  트랜지스 (Field  Effect

Transistor;  FET 1 라고 )  생 다 드(parasitic diode;  D 1 라고 )  포  수 다.

전 (140)는 전계 과 트랜지스 (  FET 2 라고 )  생 다 드(  D 2라고 )  포

수 다. FET 1  스  드  사  접  , FET 2    정  수 다. 러  

 FET 1  커 (150)  리(100)  전   제  수 다. FET 2는 리(100)  커

(150)  전   제 도  접  수 다. D 1과 D 2는 전 가 제 는 에  

전 가 도   수 다.

커 (150)는 리(100)  연결 어 , 전 시 전 (20)  연결 어 리(100)  전  [0038]

단  동 거나, 전 시  (20)  연결 어 리(100)  전   단  동  수 

다.  , 커 (150)는 제 1  단 (P+)  제 2  단 (P-)  포  수 다. 제 1  단 (P+)는

리(100)  양극 단 (B+)  연결 는 양극  단  수 다. 제 2  단 (P-)는 리(100)  극

단 (B-)  연결 는 극  단  수 다. 커 (150)에 전 (20)가 연결 , 전 (20)  

리(100)  전  루어질 수 , 커 (150)에  (20)가 연결  리(100)  

(20)  전  루어진다. 

또 , 커 (150)는 보조 전원 단 (VCC)  포  수 다. 보조 전원 단 (VCC)는 리(100)   전압[0039]
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 리 리 닛(110)  웨 크업 전압 미만  경우 전 (20)  리 리 닛(110)  보조

전원  공 는 경  제공 다. 상  웨 크업 전압  리 리 닛(110)  동시키   

전압 다. 또 , 전 (20)가 커 (150)  통  리 (10)과 연결   전 (20)  전 전원  공

도  는 역   수도 다. 

또 , 커 (150)는 리 리 닛(110)과 연결 는 통신 단 (CLOCK, DATA)  포  수 다. 통신 단[0040]

(CLOCK, DATA)는 클  단 (CLOCK)   단 (DATA)  포  수 다. 커 (150)에 전 (20)가 연

결 , 통신 단 는 리 리 닛(110)과 전 (20) 사  통신  가능 게 다.  들어, 통신 단

(CLOCK, DATA)는 리 리 닛(110)  리(100)  전압 정보  전 제어 정보  전 (2

0)에 전달  수 다.

 저 (160)  리(100)  커 (150) 사  전  경 (HCP) 상에 연결  수 다. 체적  [0041]

 저 (160)  리(100)  극 단 (B-)  제 2  단 (P-) 사 에 연결  수 다. 또 ,  저

(160)  리 리 닛(110)과 연결  수 다. 에 라,  저 (160)  리 리 닛(110)  

 저 (160) 양단  전압 값과  저 (160)  저 값  여, 전 전   수 게 다.

라 ,  저 (160)  리(100)  전 전  또는 전 전 에  정보  리 리 닛(110)에

전달 는 역  다.

에 는 도 2  참조 여 본  제 1 실시 에  전 시스  동 에 여 도  다.[0042]

우 , 리 리 닛(110)  제 3 포트(Port 3)  통 여 리(100)  전원  공 는다. 러[0043]

상태에  리 리 닛(110)  제 2 포트(Port 2)  통  정  전압   수 다. 여 , 제 2

포트(Port 2)  통  는 전압  정   갖는 직  전압(DC voltage)  수 다. 러  경우,

제 2 트랜지스 (T2)  제어 전극에 전압  가 어 제 2 트랜지스 (T2)가  수 다.

제  2  트랜지스 (T2)가  ,  제  1  트랜지스 (T1)  제어  전극  그라운드에  전 적  연결  수[0044]

다. 여 , 제 1 트랜지스 (T1)는 p-MOSFET 므   수 다. 

제 1 트랜지스 (T1)가 , 제 1 트랜지스 (T1)  통 여 리(100)  양극 단 (B+)  리 리[0045]

닛(110)  제 1 포트(Port 1)가 연결  수 다. 에 라 제 1 트랜지스 (T1)  통 여 리(100)

전압 가 리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)  가  수 다. 여 , 제 1 포트(Port 1)에 

가 는 전압  리 리 닛(110)  웨 크업 시킬 수 는  갖는다.

제 2 포트(Port 2)  통  정  전압  상 므 , 리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)에는[0046]

웨 크업 닛(120)에  웨 크업 전압  지 적  공  수 다.

편, 제 1 포트(Port 1)에 전압  지 적  가  문에 전  가  수 다.  제 1 저[0047]

(R1)과 제 2 저 (R2)  제 1 트랜지스 (T1)  제 2 트랜지스 (T2)에 연결 어, 제 1 포트(Port 1)에 지

적  전압 가   생 는 전  낮춰주는 역   수 다. 상  제 1 저 (R1)과 제 2 저

(R2)   큰 저  값  가지어 비전  시킬 수 다.

본  제 1 실시 에  전 시스  정전  에  리 리 닛(120)  원  않게 [0048]

다운(shutdown)  어날 상  생 라도 제 1 포트(Port 1)에 웨 크업 전압  상 가 도  

리  동  지  수 다. 

또 , 웨 크업 닛(120)  트랜지스  저  여, 리(100)  양극 단 (B+)  전압  [0049]

수 다.  전압  는 리 리 닛(110)  전원 , 나 지 는 제 1 포트(Port 1)에 

가 는 웨 크업 전압  사  수 다. 라 , 리(100)  전에  공  전원  정  미

만  는 경우, 제 1 포트(Port 1)에 가 는 전압 도 감 므 , 정상적   다운 드에 는 웨

크업 지 않도   수 다.

도 3a는 본  제 1 실시 에  웨 크업 닛(120)  가에  가  비 전  정   시[0050]
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뮬  나타낸 도 다. 상  시뮬 에 는 리(100)  양극 단 (B+)  전압  18Vdc , 제 1

포트(Port 1)  전압  10Vdc , 제 2 포트(Port 2)  전압  3Vdc  정 다.

도 3b는 도 3a  시뮬  결과  나타낸 도 다. 도 3b에 도시  A는 리(100)  양극 단 (B+) ,[0051]

B는 리 리 닛(110)  제 2 포트(Port 2) , 그리고 C는 제 1 포트(Port 1) 에  정  가 비

전  나타낸 그래 다.

도 3b에 도시   같  시뮬  결과, 웨 크업 닛(120)  가  경우 리(100)  비전[0052]

A만 약 6uA 정도 가 었  알 수 다.

에 는 본  제 2 실시 에  전 시스 에 여 도  다.[0053]

제 2 실시 에  전 시스 과 제 1 실시 에  전 시스  비 , 리 리 닛  제[0054]

2 포트  신  웨 크업 닛  에  차 점  다. 에 는 리 리 닛  제 2 포트 

 신  웨 크업 닛  에  고, 그  에  상   제 1 실시  

 체 또는 동   사 여 다시 도  다.

도 4는 본  제 2 실시 에  웨 크업 닛(220)   나타낸 도 다.[0055]

도 4  참조 , 본  제 2 실시 에  리  전 시스  리 리 닛(미도시) [0056]

웨 크업 닛(220)  포  수 다. 제 3 실시 에 는 리 리 닛(미도시)  도 1  도 2에 도시

 리 리 닛(110)  참조 여 도  다.

 웨 크업 닛(220)  제 1 트랜지스 (T1), 제 2 트랜지스 (T2), 제 1 내지 제 5 저 (R1, R2, R3, R4,[0057]

R5)  커 시 (C)  포  수 다.

제 1 트랜지스 (T1)는 제 1 전극, 제 2 전극  제어 전극  포  수 다. 제 1 트랜지스 (T1)  제 1[0058]

전극  리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)  전 적  연결  수 다. 제 1 트랜지스 (T1)  제

2 전극  리(100)  양극 단 (B+)  전 적  연결  수 다. 러  제 1 트랜지스 (T1)는 폴

라 정  트랜지스 (BJT)  포  수 다. 

제 1 저 (R1)  제 1 단   제 2 단  포  수 다. 제 1 저 (R1)  제 1 단 는 제 1 트랜지스[0059]

(T1)  제 2 전극과 전 적  연결  수 다.

제 2 저 (R2)  제 1 단   제 2 단  포  수 다. 제 2 저 (R2)  제 1 단 는 제 1 저 (R1)[0060]

제 2 단  전 적  연결  수 다. 제 2 저 (R2)  제 2 단 는 제 1 트랜지스 (T1)  제어 전극과

전 적  연결  수 다.

제 2 트랜지스 (T2)는 제 1 전극, 제 2 전극  제어 전극  포  수 다. 제 2 트랜지스 (T2)  제 1[0061]

전극  그라운드  전 적  연결  수 다. 제 2 트랜지스 (T2)  제 2 전극  제 1 저 (R1)  제 2 단

  제 2 저 (R2)  제 1 단  전 적  연결  수 다. 러  제 2 트랜지스 (T2)는 폴라 정

 트랜지스 (BJT)  포  수 다. 

제 3 저 (R3)  제 1 단   제 2 단  포  수 다. 제 3 저 (R3)  제 1 단 는 제 2 트랜지스[0062]

(T2)  제어 전극과 전 적  연결  수 다.

제 4 저 (R4)  제 1 단   제 2 단  포  수 다. 제 4 저 (R4)  제 1 단 는 제 3 저 (R3)[0063]

제 2 단  전 적  연결  수 다. 제 4 저 (R4)  제 2 단 는 리 리 닛(110)  제 2 포트

(Port 2)  전 적  연결  수 다.

제 5 저 (R5)  커 시 (C)는 제 3 저 (R3)과 제 4 저 (R4)  접  드  그라운드 사 에   병[0064]

 연결  수 다.  들어, 제 5 저 (R5)  제 4 저 (R4)  제 1 단  그라운드 사 에 연결  수 

, 커 시 (C)는 제 3 저 (R3)  제 2 단  그라운드 사 에 연결  수 다.

편, 제 1 실시  달리 제 2 실시 에  리 리 닛(110)  제 2 포트(Port 2)에 는 주 적[0065]

 정  신   수 다.  들어, 제 2 포트(Port 2)   신 는  신  수 다. 또
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, 상   신 는  간  동안 제 2 트랜지스 (T2)  시킬 수 는 전압  가질 수 

다.

에 는 본  제 2 실시 에  전 시스  동 에 여 다.[0066]

도 5a는 본  제 2 실시 에  전 시스  동    나타낸 그래 다. 도 5b는[0067]

도 5a에 도시  제 2 트랜지스 (T2)  통  는 전 (IT2)  나타낸 그래 다.

리(100)  양극 단 (B+)  통  리 리 닛(110)  약 18V  전원  정 게 공  수 다.[0068]

러  상태에  우 , 리 리 닛(110)  제 2 포트(Port 2)  통  약 10ms 간 동안 약 0.6V  전[0069]

압   수 다. 에 라 제 2 트랜지스 (T2)가  수 다.  웨 크업 닛(220)에 는

전   제 1 저 (R1)과 제 2 트랜지스 (T2)  통  그라운드  게 다. 제 2 트랜지스 (T2)

통  전  IT2는 도 5b에 도시   같 , 약 18㎂ 정도  수 다. 라 , 제 1 트랜지스 (T1)는 

상태가  제 1 포트(Port 1)에는 전압  거  가 지 않는다.

다 ,  리 리 닛(110)  제 2 포트(Port  2)  통  약 10ms  간 동안 약 0V  전압   수[0070]

다. 에 라, 제 2 트랜지스 (T2)가  수 다. 라 , 리(100)  양극 단 (B+)  전압 

가 제 1 트랜지스 (T1)  통  제 1 포트(Port 1)  가  수 다.

 같  리 리 닛(110)  리(100)  정  전원  공 는 상태에  제 2 포트(Port 2)[0071]

  신  통  제 1  제 2 트랜지스 (T1, T2)  동  제어  상  같  동  무  

복 는 경우, 제 1 포트(Port  1)에 거  정 게 전압  가 는 과가 생 게 다. 단, 제 1 포트

(Port 1)에 거  정  전압  가 도  제 2 포트(Port 2)   신  주   짧게 정 는

것  람직 다.

에 는 본  제 3 실시 에  전 시스 에 여 도  다.[0072]

제 3 실시 에  전 시스 과 제 1 실시 에  전 시스  비 , 제 3 실시 에  [0073]

리  리  닛  제  2  포트가  스 에 블(disenable) 다는  점과  웨 크업  닛  에  차 점

다. 제 3 실시 에  리 리 닛  상  같  차 점  제 고 제 1 실시  리 리 

닛(110)과 동 게  수 다.

에 는 제 3 실시 에  웨 크업 닛  에  고, 그  에  상  [0074]

 제 1 실시   체 또는 동   사 여 도  다.

도 6  본  제 3 실시 에  리  전 시스  나타낸 도 다.[0075]

도 6  참조 , 제 3 실시 에  리  전 시스  리 리 닛(110)  웨 크업 닛[0076]

(320)  포  수 다.

리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)  포 고, 리(100)  전  제어  수 다. [0077]

제 3 실시 에  리 리 닛(110)  제 1 실시 에  리 리 닛(110)과 달리 제 2 포트가[0078]

스 에 블(disenable) , 그   제 1 실시 에  리 리 닛(110)과 동 므 ,

그에  상   생략 도  다.

웨 크업 닛(320)  리 리 닛(110)  제 1 포트(Port 1)에 웨 크업 전압  지 적  가 도[0079]

는 역  다. 러  웨 크업 닛(320)  리  양극 단 (B+)  제 1 포트(Port 1) 사 에 연결

다 드  포  수 다. 상  다 드는 애 드 단 가 리  양극 단 (B+)  전 적  연결 고,

드 단 가 제 1 포트(Port 1)  전 적  연결  수 다.

러  웨 크업 닛(320)  리  양극 단 (B+)  제 1 포트(Port 1) 사  연결 는 다 드  [0080]

여 제 1 포트(Port 1)에 전압  상 가 도   수 다.
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본  상  실시 들에 정 지 않고 본  술적 지  어나지 아니 는  내에  다양 게[0081]

수정  변 어 실시  수  본  는 술 야에  통상  지식  가진 에 어  

것 다.

 

10: 리 [0082]

20: 전  /  

100: 리

110: 리 리 닛

120, 220, 320: 웨 크업 닛

130: 전 

140: 전 

150: 커

도

도 1
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도 2

도 3a
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도 3b

도 4
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도 5a

도 5b
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도 6
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